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Исследована зонная структура возбужденных электронных акцепторных 

состояний ns примесного атома бора в монокристаллах алмаза по спектрам 

КРС. Впервые обнаружено спин-орбитальное расщепление возбужденных 

акцепторных состояний бора, увеличивающееся линейно от ~2 мэВ в основном 

состоянии 1s до ~10 мэВ в возбужденном состоянии 5s, а также наблюдалась 

серия Лаймана переходов 1s→ns группами по четыре линии в каждой группе, 

расстояние между которыми составляло ~13 мэВ. Исследована эволюция 

спектра КРС легированного алмаза в области концентраций бора от ~5·1016 до 

~1020 см-3, т. е. в области перехода металл-диэлектрик (перехода Мотта). Из 

анализа спектров уточнены параметры Лютингера для алмаза p-типа. 
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